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Туннельные диоды, содержащие вырожденные полупроводниковые 
структуры, обладают падающим участком вольтамперной характеристики 
и используются в качестве активных элементов в аналоговой и импульс
ной схемотехнике. Поэтому важным является анализ электрических 
свойств туннельных диодов и возможность их использования в структу
рах твердотельных электронных приборов.
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Рис. 1. Туннельный диод: а) схе.мное обозначение туннельного диода; 

б) вольтамперная характеристика при прямо.м смещении

Основные параметры туннельного диода: максимальные 1\ и мини
мальные Ij значения токов на вольтамперной характеристике и соответст
вующие нм напряжения {U\ и U2)', значение напряжения б'з, соответст
вующее максимальному диффузионному току, а также дифференциальное 
сопротивление Ддиф = - dU/dl, общая емкость диода и максимальная 
частота [1].

Туннельные диоды обладают усилительными свойствами и могут ра
ботать в с.хемах как активные элементы. Они могут применяться в техни
ке СВЧ, а также во многих импульсных радиоэлектронных устройствах, 
рассчитанных на высокое быстродействие. На туннельных диодах созда
ют схемы мультивибраторов, триггеров, которые служат основой для по
строения логических схем, запоминающих устройств [2].

Интенсивное изучение новых полупроводниковых материалов приве
дет к дальнейшему улучшению параметров туннельных диодов, изготав
ливаемых из них.
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